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【背景】我々は、グラフェン光検出器の高感度化検討を行ってきた 1,2)。グラフェン光検出器の高

感度化にはグラフェンの移動度を向上することが重要である 3)。また、CVD (Chemical Vapor 

Deposition)グラフェンを絶縁性基板上に形成するには PMMA (Polymethyl methacrylate)を用いた水

中転写プロセスが必要となり、量産プロセスの障害となるとともにグラフェンの移動度低下の原

因となっている。今回、従来手法である PMMAによる水中転写プロセスを必要としない、絶縁性

基板上に CVDグラフェンを直接接合する手法を新たに開発した。 

【作製】Fig. 1に本実験のプロセスを示す。まず、Fig.1 (a)のように熱 CVD で単層グラフェンを形

成した Cu箔上に絶縁膜として Spin on glass (SOG)をスピンコート法で塗布し、ホットプレート上

でアニールすることでガラス化させる。また、支持基板である Si/SiO2基板上に支持膜として SOG

を塗布する。次に Fig.1 (b)に示すように支持膜と絶縁膜を圧着してアニールする。最後にペルオ

キソ二流酸アンモニウムに Cu箔を浸漬して Cuをエッチングすることで、絶縁膜上に単層グラフ

ェンが得られた。 

【結果】Fig. 2(a)に作製した素子の光学顕微鏡画像を示す。ガラス上に一様にグラフェンが形成さ

れていることがわかる。Fig 2(b)はラマン分光法により得られた本素子のスペクトルである。D バ

ンドが小さく、2D バンドが G バンドよりも大きいことから、ほぼ欠陥のない単層グラフェンが

得られていることがわかる。よって、本手法を用いれば水中転写が不要となるため、量産プロセ

スに適合し、かつ高移動度なグラフェンを得ることが期待できる。詳細は当日発表する。 
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Fig. 2 (a)  An Optical microscope image. 

(b) Measurement results of Raman spectroscopy. 

Fig. 1 Schematic diagram of direct bonding 

process. 
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